
概要 ___________________________________
MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B過電圧保護コン
トローラは、最大+28Vまでの高電圧障害から低電圧シス
テムを保護します。低RON (100mΩ)の内蔵1.8A (min)
pFETが、負荷へのバッテリ接続のスイッチとなり、短
絡障害からのバッテリの保護も行います。短絡が発生
すると、ブランキング期間、内蔵pFETを流れる電流
が制限されます。ブランキング期間経過後も短絡状態
が続いている場合は、スイッチがオフにラッチされ、
入力信号(IN、HP_PWR、PWR_ON)のいずれか1つが
サイクルされるまでオフのままになります。pFETは、
PWR_HOLD、HP_PWR、PWR_ON、またはINがロジック
ハイ電圧になることによってオンになります。

過電圧スレッショルド(OVLO)は、+6.38V (MAX4919B)、
+5.80V (MAX4920B)、および+4.65V (MAX4921B)
にプリセットされています。入力電圧が低電圧ロック
アウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、デバイスは
低電流スタンバイモードに入ります。シャットダウン
モードでは、電流が0.4µAに低下します。MAX4919B/
MAX4920BのUVLOスレショルドは+4.27V、MAX4921B
のUVLOスレショルドは+2.35Vです。

MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bはエクスポーズド
パッドを備えた小型の14ピンTDFNパッケージ(3mm×
3mm)で提供され、-40℃～+85℃の拡張温度範囲での
動作が保証されています。

アプリケーション _______________________
携帯電話

ディジタルスチルカメラ

PDAおよびパームトップ機器

MP3プレーヤ

特長 ___________________________________
♦ 最大+28Vの入力過電圧保護

♦ プリセットされた過電圧保護トリップレベル
6.38V (MAX4919B)
5.80V (MAX4920B)
4.65V (MAX4921B)

♦ アダプタ/車載キット自動セレクタ

♦ 低電圧ロックアウトモードでは低電流

♦ 1.8A (min)のバッテリスイッチFET内蔵

♦ ローバッテリ検出内蔵

♦ バッテリ短絡保護

♦ 低コスト外付けnMOS過電圧FET

♦ 14ピンTDFNパッケージ(3mm×3mm)
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MAX4919B
MAX4920B
MAX4921B

TDFN (3mm x 3mm)

TOP VIEW
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ピン配置 _______________________________

型番/選択ガイド ____________________________________________________________________

PART
PIN-

PACKAGE
OVLO (V) UVLO (V) TOP MARK PKG CODE

MAX4919BETD+T 14 TDFN-EP* 6.38 4.27 ABY T1433-2

MAX4920BETD+T 14 TDFN-EP* 5.80 4.27 ABZ T1433-2

MAX4921BETD+T 14 TDFN-EP* 4.65 2.35 ACA T1433-2

注：すべてのデバイスは-40℃～+85℃の動作温度範囲での動作が保証されています。

+は鉛フリーパッケージを示します。
*EP = エクスポーズドパッド。



M
A

X
4

9
1

9
B

/M
A

X
4

9
2

0
B

/M
A

X
4

9
2

1
B

過電圧および過電流保護付き
バッテリパワーアップロジック

2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

IN to GND...............................................................-0.3V to +30V
GP1, GN1 to GND ..................................................-0.3V to +12V
IN to GP1 ................................................................-0.3V to +20V
BTO to GND ..........................................................-0.3V to +6.1V
BTI to BTO................................................................-0.3V to +6V
BTI, ACOK, PWR_ON, EN to GND ...........................-0.3V to +6V
HP_PWR, ONOK, PWR_HOLD to GND....................-0.3V to +6V

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
14-Pin TDFN (derate 18.5mW/°C above +70°C) .......1482mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 5V (MAX4919B/MAX4920B) or VIN = 4.2V (MAX4921B), VBTI = 4V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Voltage Range VIN 1.2 28 V

MAX4919B/MAX4920B 77 120
Input Supply Current IIN

MAX4921B 75 110
µA

VEN = 0V; VIN = 3.9V; MAX4919B/MAX4920B 10 22
UVLO Supply Current IUVL

VEN = 0V; VIN = 2.1V; MAX4921B 8 18
µA

Shutdown Supply Current ISHDN VEN = 1.6V, VIN = 3.6V 0.4 2 µA

MAX4919B/MAX4920B 4.00 4.27 4.54 V
IN Undervoltage Lockout VUVLO VIN falling

MAX4921B 2.20 2.35 2.50 V

IN Undervoltage Lockout
Hysteresis

1 %

MAX4919B 6.00 6.38 6.76

MAX4920B 5.44 5.80 6.17Overvoltage Trip Level VOVLO VIN rising

MAX4921B 4.35 4.65 4.95

V

IN Overvoltage Lockout
Hysteresis

1 %

BATTERY SWITCHOVER

BTI Input Range VBTI 2.30 5.50 V

BTI UVLO VUVBTI VBTI falling 2.0 2.15 2.3 V

BTI UVLO Hysteresis 1.5 %

BTI Low-Battery Threshold VLVBTI VBTI falling 2.65 2.82 3 V

BTI Low-Battery Hysteresis 1.5 %

BTI Supply Current
Adapter out, VPWR_HOLD = high,
EN = high

7 µA

TA = +25°C 2
BTI Shutdown Current VBTO = 0V

TA = -40°C to +85°C 2.8
µA

INTERNAL pFET

TA = +25°C 100
Switch On-Resistance RON

VBTI = 2.7V, IBTI to

BTO = 0.5A TA = -40°C to +85°C 120
mΩ

Forward-Overload Current Limit ILIM BTO shorted to GND 1.8 A
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_______________________________________________________________________________________ 3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VIN = 5V (MAX4919B/MAX4920B) or VIN = 4.2V (MAX4921B), VBTI = 4V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

GATE DRIVERS

VGN1 referenced to GND, IGN1 sourcing 1µA;
MAX4919B/MAX4920B

9 10

GN1 Turn-On Voltage VGN1
VGN1 referenced to GND, IGN1 sourcing 1µA;
MAX4921B

7.8 8.4

V

GN1 Pulldown Current IGPD VIN > OVLO, VGN1 = 5.5V 30 mA

GP1 Clamp Voltage VCLAMP VIN - VGP1 when VIN = 28V 12.5 16.5 19.5 V

GP1 Pulldown Resistor RGPD 31 51.5 72 kΩ

LOGIC INPUTS (PWR_HOLD, HP_PWR, PWR_ON, EN)

Input-High Voltage VIH VBTI = 5.50V 1.5 V

Input-Low Voltage VIL
VBTI = 2.3V for PWR_HOLD, HP_PWR and
EN; VBTI = 3V for PWR_ON

0.4 V

PWR_HOLD, EN Input Leakage
Current

ILKG EN, PWR_HOLD = GND or 5.5V -1 +1 µA

PWR_ON, HP_PWR Pulldown
Resistance

RIPD 200 kΩ

LOGIC OUTPUTS (ACOK, ONOK)

Output-Low Voltage VOL ISINK = 1mA 0.4 V

Output-High Leakage Current 1 µA

TIMING

IN Debounce Time tINDBC
Time from UVLO < VIN < OVLO to VGN1 >
0.3V, CGN1 = 500pF

10 25 40 ms

ACOK Blanking Time tBLNKAC
Time from VGN1 > 0.3V to ACOK low,
CGN1 = 500pF

10 25 40 ms

HP_PWR Debounce Time tHPDBC
Time for internal pFET to turn on after
VHP_PWR > VIH

10 25 40 ms

ACOK One-Shot Time t1SHAC
VPWR_HOLD = 0V; time for internal pFET to
turn off after ACOK < VOL (Figure 1)

488 1220 1952 ms

HP_PWR One-Shot Time t1SHHP
VPWR_HOLD = 0V; time for internal pFET to
turn off after VHP_PWR > VIH (Figure 2)

488 1220 1952 ms

Current-Limit Blanking Time tCLIM
VBTI = 2.7V; VBTO shorted to GND; time for
internal pFET current to reduce to 10mA

4 10 16 ms

GN1 Turn-On Time tGON

VGN1 = 0.3V to 8V
(MAX4919B/MAX4920B),
VGN1 = 0.3V to 7V (MAX4921B),
CGN1 = 500pF

10 ms
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標準動作特性 ______________________________________________________________________
(VBTI = 4V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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4 _______________________________________________________________________________________

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VIN = 5V (MAX4919B/MAX4920B) or VIN = 4.2V (MAX4921B), VBTI = 4V, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

GN1 Turn-Off Time tGOFF

VIN rising at 1V/µs from 5V to 8V
(MAX4919B/MAX4920B), or from 4V to 7V
(MAX4921B); VGN1 = 0.3V,
CGN1 = 500pF

6 20 µs

Initial Overvoltage Fault Delay tOVLO
VIN rising at 1V/µs from 0V to 9V, time from
VIN = 5V to IGN1 = 80% of IGPD

1.5 µs

ACOK Deassertion Delay tACOK

VIN rising at 1V/µs from 5V to 8V
(MAX4919B/MAX4920B), or from 4V to 7V
(MAX4921B); VACOK pullup
voltage = 3V; RACOK = 10kΩ (Figure 3)

5.8 µs

Disable Time tDIS VEN = 2.4V, VGN1 = 0.3V, CGN1 = 500pF 2 µs

Note 1: All specifications are 100% production tested at TA = +25°C, unless otherwise noted. Specifications over TA = -40°C to
+85°C are guaranteed by design.
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_______________________________________________________________________________________ 5

10ms/div

ADAPTER POWER-UP RESPONSE

VADAPTER
(5V/div)

VIN
(5V/div)
VGN1
(5V/div)

VACOK
(5V/div)

VOUT
(5V/div)

MAX4919/20/21B toc07

MAX4919B

200ms/div

ADAPTER POWER-UP RESPONSE

VADAPTER
(5V/div)

VIN
(5V/div)
VGN1
(5V/div)

VACOK
(5V/div)

VBTO
(5V/div)

MAX4919/20/21B toc08

MAX4919B

PWR_ON,  HP_PWR, PWR_HOLD = 0V

2µs/div

OVERVOLTAGE RESPONSE

VADAPTER
(2V/div)

VIN
(2V/div)

VGN1
(5V/div)

VACOK
(5V/div)

MAX4919/20/21B toc09

7V

5V

7V

5V

MAX4919B
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標準動作特性(続き) _________________________________________________________________
(VBTI = 4V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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6 _______________________________________________________________________________________

200ms/div

BATTERY-SWITCH TURN-ON RESPONSE
(HP_PWR RISING)

VHP_PWR
(5V/div)

VBTI
(2V/div)

VBTO
(2V/div)

IBTO
(500mA/div)

MAX4919/20/21B toc13

CBTI = CBTO = 0.1µF

2ms/div

SHORT-CIRCUIT RESPONSE

VBTI
(2V/div)

VBTO
(2V/div)

IBTO
(10A/div)

MAX4919/20/21B toc14

CBTI =  47µF
CBTO = 0.1µF

標準動作特性(続き) _________________________________________________________________
(VBTI = 4V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)

1µs/div

UNDERVOLTAGE RESPONSE

VADAPTER
(2V/div)

VIN
(2V/div)

VGN1
(5V/div)

VACOK
(5V/div)

MAX4919/20/21B toc10

5V

3V

5V

3V

MAX4919B

1ms/div

BATTERY-SWITCH TURN-ON RESPONSE
(PWR_ON RISING)

VPWR_ON
(5V/div)

VONK
(5V/div)

VBTI
(2V/div)

IBTI
(500mA/div)

MAX4919/20/21B toc11

CBTI = CBTO = 0.1µF

1ms/div

BATTERY-SWITCH TURN-OFF RESPONSE
(PWR_ON FALLING)

VPWR_ON
(5V/div)

VONOK
(5V/div)

VBTO
(2V/div)

IBTO
(500mA/div)

MAX4919/20/21B toc12

CBTI = CBTO = 0.1µF

400ms/div

BATTERY SWITCH TURN-ON RESPONSE
(PWR_ON AND PWR_HOLD RISING)

PWR_ON
(5V/div)

PWR_HOLD
(5V/div)

IBTO
(500mA/div)

MAX4919/20/21B toc15

VBTO
(2V/div)



詳細 ___________________________________

低電圧ロックアウト(UVLO)

MAX4919B/MAX4920Bの低電圧スレッショルド(UVLO)
は4.27V (typ)であり、他方MAX4921BのUVLOスレッ
ショルドは2.35V (typ)です。VINがUVLO未満のとき
GN1はローに保たれ、ACOKはハイインピーダンスに
なります。

過電圧ロックアウトスレッショルド(OVLO)

MAX4919Bの過電圧スレッショルド(OVLO)は6.38V
(typ)、MAX4920Bの標準OVLOは5.8V (typ)、MAX4921B
のOVLOは4.65V (typ)です。VINがOVLOより高いとき
GN1はローに保たれ、ACOKはハイインピーダンスに
なります。

MAX4919B/MAX4920B/
MAX4921Bへの給電

BTIからMAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bの内部
回路への給電を行います。BTIは、BTO出力を使って
外部負荷をバッテリに接続する1.8A (min)のpFETにも
内部で接続されています。｢バッテリスイッチ｣の項を
参照してください。

GP1ドライバ

入力電圧がグランドを上回ると、GP1がローになり
pFETをオンにします。入力(IN)が28Vまで上昇しても、
GP1とINの電位差が19.5Vを超えないことを保証する
ことによって、内蔵クランプがpFETを保護します。
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_______________________________________________________________________________________ 7

端子説明 ___________________________________________________________________________

1 GP1

2 IN

3 GN1

4, 5 BTI

6 HP_PWR

7 PWR_ON

8 GND

9 ONOK

10, 11 BTO

12 PWR_HOLD

13 ACOK

14 EN

EP —

端子 名称 機能

pチャネルMOSFETゲート駆動出力。GP1は入力がグランドを超えるとき外部のpFETゲートをプル
ダウンします。

電圧入力。INはGN1のターンオンに必要なチャージポンプへの給電を行います。適正なアダプタが
接続されると、ワンショットによって内部のpFETが1.2秒間オンになり、マイクロプロセッサ(µP)が
起動してPWR_HOLDをハイに駆動するための時間を提供します。±15kVのESD保護を行うため、
できる限りデバイスの近くに1µF以上のセラミックコンデンサを配置してINをバイパスしてください。
GP1に外付けのpFETを接続してMAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bを動作させる場合は、±15kV
のESD保護を行うため、できる限りpFETのドレインの近くに1µFのコンデンサを配置してGNDに接続
してください。±15kVのESD保護が必要でない場合は、0.1µF以上のコンデンサをINとGND間に接続
します。

nチャネルMOSFETのゲート駆動出力。GN1は内蔵チャージポンプの出力です。VUVLO < VIN < VOVLO
の場合、GN1は供給電圧より高く駆動され、外部のnチャネルMOSFETをオンにします。

バッテリスイッチ入力。BTIから内部の回路に給電します。0.1µFのコンデンサでBTIをバイパスして
ください。2つのBTI入力を、外部で相互に接続する必要があります。

車載キット検出入力。車載キットがHP_PWRに接続されると、ワンショットによって内部のpFETが
1.2秒間オンになり、µPが起動してPWR_HOLDをハイに駆動するための時間を与えます。

パワーオン入力。PWR_ONをハイに駆動すると、内部のpFETがオンになります。PWR_ONのロジック
状態を反転させたものが、ONOKロジック出力に現れます。

グランド

オープンドレインのPWR_ONインジケータ出力。ONOKは、PWR_ON入力を反転させた状態の
ロジック出力です。

バッテリスイッチ出力。2つのBTO出力を、外部で相互に接続する必要があります。

パワーホールド入力。PWR_HOLDをハイに駆動すると、内部のpFETがオンになります。

オープンドレインのアダプタ電圧インジケータ出力。アダプタ電圧が25msの間UVLOとOVLOの間で安定
していると、ACOKがローになります。ACOKとロジック電源の間にプルアップ抵抗を接続してください。

イネーブル入力。ENをローに駆動すると、通常の動作を行います。ENをハイに駆動すると、外部の
MOSFETをオフにしてシャットダウンモードに入ります。

エクスポーズドパッド。EPはグランドに接続してください。
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GN1ドライバ

内部の5.5V電源によって、GN1をINより高電位に駆動
して低コストのnFETの使用を可能にするため、内蔵の
チャージポンプへの給電が行われます。GN1の電圧は、
VINが5.5Vを超えるまではVINの約2倍であり、VINが
5.5Vを超えるとGN1は9.5V (MAX4919B/MAX4920B)
または8.1V (MAX4921B)にクランプされます。

ACOK

ACOKは、25msのデバウンス期間、VUVLO <VIN < VOVLO
のときアサートされるアクティブローのオープンドレ
イン出力です。過電圧および低電圧障害に対しては、
直ちにACOKがデアサートされます。ACOKからホスト
システムのロジックI/O電圧へのプルアップ抵抗を接続
してください。

PWR_ON

PWR_ONはロジック入力の1つであり、内部の1.8Aス
イッチをイネーブルします。PWR_ONをハイに駆動す
ると、内部のスイッチがオンになります。また、PWR_ON

はロジック出力ONOKの制御も行います。ONOKのオー
プンドレイン出力は、PWR_ONの入力状態の反転にな
ります(図5参照)。ただし、VIN < VUVLO、かつVBTI <
2.82V (typ)のときは、ONOKはハイインピーダンスに
なることに注意してください。VBTIが2.15V (typ)より
高く、しかし2.82V (typ)より低い場合は、PWR_ON
とONOKはディセーブルされ、ONOKはハイになります。
BTIが上昇して、再び2.82V (typ)を超えると、PWR_ON
が再びイネーブルされ、ONOKはBTIに低電圧状態が発
生する以前のロジックレベルに戻ります(図6参照)。

バッテリスイッチ

100mΩ (typ)のRONを備える内部の1.8A (min) pFET
によって、BTIがBTOの負荷に接続されます。HP_PWR、
PWR_ON、またはPWR_HOLDがハイのとき、内部の
バッテリスイッチFETがオンになります。ただしBTI <
2.15Vの場合は、各ロジック制御信号の状態にかかわ
らず、内部のスイッチは非アクティブのままになります。
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UVLO

OVLO

IN

ACOK

ADAPTER
VOLTAGE

ACOK
ONE-SHOT

P2
STATUS

OFF

ON

25ms DEBOUNCE PERIOD

OFF

t1SHAC

図1. ACOKのワンショットのタイミング図
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t1SHHP

tHPDBC

HP_PWR

OFF

ON

OFF

HP_PWR
ONE-SHOT

P2
STATUS

図2. HP_PWRのワンショットのタイミング図

tGOFF

VOVLO

tACOK

IN

ACOK

80%  OF ACOK
PULLUP VOLTAGE

GP1

図3. ACOKのアサートのディレイのタイミング図

GP1 GN1IN

25ms
DEBOUNCER

CHARGE
PUMP

25ms
DEBOUNCER

ONE-SHOT

ONE-SHOTPWR_HOLD
PWR_ON

ONOK

ACOK

GND

EN

HP_PWR

BTO

BTI

P2

 -CURRENT LIMIT

 - BLANKING TIME
COUNTER

-ON/OFF LOGIC

ON/OFF

MAX4919B
MAX4920B
MAX4921B

図4. ファンクションダイアグラム
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PWR_HOLDは、1.8A (min)電流リミットスイッチ(P2)
のターンオンを制御します。INに電圧が存在し、25ms
の間、VUVLO < VIN < VOVLOであるとき、ACOKがロー
になり、内部のワンショットパルスが発行されて1.2秒
(typ)の間、P2を一時的にオンにします。P2がオンの
状態を保つには、この1.2秒のワンショット期間中に、
MAX4919B/MAX4920B/MAX4921BのPWR_HOLD
がローからハイへの遷移が生じ(そしてPWR_HOLDが
ハイの状態を保つ)必要があります(図7参照)。PWR_HOLD
とPWR_ONがローで、かつHP_PWRとACOKの内部ワン
ショットタイマーが時間切れになったとき、P2はオフ
になります。

INの電圧が存在しない場合、HP_PWRがP2のターン
オフを制御します。HP_PWRのローからハイへの遷
移が生じ(その後HP_PWRがハイの状態を保っている
とき)、MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは内部
のHP_PWRワンショット信号を発生させ、1.2秒(typ)
の間、P2を一時的にオンにします。P2がオンの状態を
保つには、この1.2秒のワンショット期間中に、MAX4919B/
MAX4920B/MAX4921BのPWR_HOLDがローからハイ
に遷移する(PWR_HOLDがハイの状態を保つ)必要があ
ります。PWR_HOLDとPWR_ONがロー、かつHP_PWR
とACOKの内部ワンショットタイマーが時間切れになっ
たとき、P2はオフになります(図8参照)。

電流リミット

MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは、BTOに1.8A
(min)の電流リミットスイッチ(P2)を内蔵しています。電
流リミットは、BTIの全入力電源電圧範囲で有効です。

電流リミットは、P2が初めてオンになるときと、P2が
すでにオンで短絡が発生したときの、2つの状況に対応
します(図9参照)。P2がオンになったときは、BTO = 0
であり、大容量の負荷コンデンサを充電する必要があ
るため、大きな電流が流れる可能性があります。保護
回路によって、負荷電流が1.8A (min)の電流リミット
値を超えることが防止され、BTOはスムーズなターン
オンを示します(コンデンサが大容量であるほど、ター
ンオンが緩やかになります)。10msのブランキング期
間が、誤った障害アサートの発生を防ぎます。ブラン
キング期間が終わる時点でデバイスがまだ制限を行って
いる場合は、障害がアサートされP2は直ちにオフにな
ります。すでにスイッチがオンで、BTOにおいて短絡
状態が発生した場合にも、デバイスが電流を制限します。
障害状態がブランキング期間よりも長い場合、P2はオフ
になります。

P2を再びオンにするためには、その前にP2をオンにし
ようとするあらゆる条件が排除される、すなわち、(IN
またはHP_PWRからの)ワンショットが完了し、PWR_ON
とPWR_HOLDがローになる必要があります。この3つの

条件が満たされた場合は、INまたはPWR_HOLDのいず
れかがOFFとONにサイクルされるだけでP2は再びオン
になります。

ローバッテリ動作

BTIのバッテリ電圧が2.15Vより高く、しかし2.8V (typ)
より低い場合、MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B
はローバッテリモードで動作します。ローバッテリ動作
では、PWR_ONは内部スイッチの挙動に影響を与えま
せん。

アダプタおよび車載キットが存在しない場合、内部ス
イッチは標準的にはPWR_HOLDによって制御されます。
PWR_ONがハイ(ONOKはロー)かつBTIが2.8V未満に低
下した場合、ONOKはハイになりますが、PWR_HOLD
がハイであるため、内部スイッチはオンのままです。
PWR_ONがハイ、かつPWR_HOLDがローのときに
VBTIが2.8Vのスレッショルド未満に低下すると、内部
スイッチは直ちにオフになります。BTIが上昇して再び、
2.8Vを超えると、PWR_ONが再びイネーブルされ、
ONOKはBTIに低電圧状態が発生する以前のロジックレ
ベルに戻ります。

過電圧および過電流保護付き
バッテリパワーアップロジック
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PWR_ON

ONOK

図5. ONOKのタイミング図

BT1

P2

PWR_ON

VLVBTI

VUVBTI

ON

OFF

ON

ONOK

OFF

図6. BTIの下降と上昇によるスレッショルド通過



VBTIが2.15V (min)のスレッショルド未満に低下すると、
HP_PWR、PWR_ON、またはPWR_HOLDの各制御信号
の状態にかかわらず、内部のスイッチはオフのままに
なるため、注意してください。

熱シャットダウン

MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは、熱シャット
ダウン回路を備えています。接合部温度が+135℃を超
えると、内部の1.8A (min)スイッチがオフになり、た
だちに障害モードに移行します。接合部温度が+125℃
未満に下がると、デバイスのリセットが可能になります。
P2が再びオンになるためには、その前にP2をオンにし
ようとするあらゆる条件の排除、すなわち、(INまたは
HP_PWRからの)ワンショットが完了し、PWR_ONと
PWR_HOLDがローになる必要があります。この3つの
条件が満たされた場合は、INまたはPWR_HOLDのいず
れかがOFFとONにサイクルされる場合にのみP2は再
びオンになります。

アプリケーション情報 ___________________

MOSFETの構成

MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは、単一の
nチャネルMOSFETまたはバックトゥバックnチャネル
MOSFETのいずれかを駆動することができます(図10)。
バックトゥバック構成では、アダプタが存在しないか
アダプタ電圧が低電圧ロックアウトのスレッショルド
未満であるとき、逆電流がほとんどゼロになります。

逆電流の漏れが問題にならない場合は、単一のnチャネル
MOSFETを使用することができます。このアプローチ
では、類似の種類のMOSFETを使用した場合に損失が
バックトゥバック構成の半分になり、より低コストの
ソリューションでもあります。ただし、入力が実際に
ローになると、MOSFETの寄生ボディダイオードによ
って出力もローになることに注意してください。これ
が問題になる場合は、バックトゥバック構成を使用し
てください。
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UVLO

OVLO

IN

PWR_HOLD
STATUS

ACOK

ADAPTER
VOLTAGE

ACOK
ONE-SHOT

P2
OFF

ON

25ms DEBOUNCE PERIOD

1.2s
ONE-SHOT

PERIOD

OFF

図7. MAX4919B/MAX4920B/MAX4921BのPower_Holdの波形(INの電圧が存在する場合)

過電圧および過電流保護付き
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MOSFETの選択

MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは、相補型MOSFET
または単一のpチャネルおよびデュアルのバックトゥ
バックnチャネルMOSFETと組み合わせて使用するよう
設計されています。ほとんどの場合、4.5VのVGSに対す
るRDS(ON)が規定されているMOSFETであれば問題なく
使用することができます。また、MAX4919B/MAX4920B/
MAX4921BのINの範囲の28VにMOSFETを完全に対応
させるため、VDSは30Vとしなければなりません。表1に、
使用に適するMOSFETの例を示します。

INのバイパスについて

ほとんどのアプリケーションでは、±15kVのESD保護
を実現するため、1µFのセラミックコンデンサでINを
GNDにバイパスしてください(GP1を利用しない場合)。
±15kVが必要ない場合は、0.1µF以上のコンデンサを
INとGNDの間に配置します。長いリード長のために電源
に大きなインダクタンスが存在する場合は、LCタンク
回路に起因するオーバシュートの防止に配慮し、INが
絶対最大定格の+30Vを超えないよう、必要に応じて保
護を行ってください。

BTOのバイパスコンデンサについて

内蔵pチャネルMOSFETの立上りが正常に行われること
保証するため、CBTO(MAX)よりも小さい容量を使用して
ください。負荷容量が大きすぎると、電流が容量を充電
するための時間が不足する可能性があり、デバイスが
負荷の状態に障害があると判断することになります。BTO
が駆動可能な容量性負荷の最大値は、次式によって求
められます。

ここで、CBTOはBTOに接続する出力コンデンサ、VBTI
はバッテリ電圧、tCLIMは電流リミットのブランキング時
間最小値、ICLIMは順方向の電流リミットの最小値です。

C
I t

VBTO MAX
LIM CLIM

BTI
( ) ≤

×

12 ______________________________________________________________________________________

PART
CONFIGURATION/

PACKAGE
VGS (MAX)

(V)
VDS (MAX)

(V)
RON at 4.5V

(mΩ)
MANUFACTURER

30
143

(N-FET)
Si5504DC

Complementary
MOSFET/1206-8

±20

-30
290

(P-FET)

Si5902DC Dual/1206-8 ±20 30
143

(N-FET)

Si1426DH Single/µDFN-6 ±20 30
115

(N-FET)

Si5435DC Single/1206-8 ±20 -30
80

(P-FET)

Vishay Siliconix
www.vishay.com

FDC6561AN Dual/SSOT-6 ±20 30
145

(N-FET)

FDG315N Single/µDFN-6 ±20 30
160

(N-FET)

FDC658P Single/SSOT-6 ±20 -30
75

(P-FET)

FDC654P Single/SSOT-6 ±20 -30
125

(P-FET)

Fairchild Semiconductor
www.fairchildsemi.com

表1. 推奨MOSFET

過電圧および過電流保護付き
バッテリパワーアップロジック



追加アプリケーション情報

アダプタアプリケーション

図11および12は、ACアダプタで入力電圧を供給し、カー
アダプタが接続されないアプリケーションでMAX4919B/
MAX4920Bを使用する例を示しています。この場合、
ACアダプタ(5V)が接続されると、最初にINの電圧に、
負の電圧が存在しないことが確認されます。

25msを超えてVINがUVLOを上回りかつOVLO未満の範
囲を維持すると(デバウンサ)、nチャネルMOSFET (N1)
がオンになり、25ms経過後にACOKがローにアサート
された後、ワンショットタイマーが起動してP2を1.2
秒間オンにします。この間に、µPはワンショットの時
間が終わる前にPWR_HOLDを発行し、P2をオンに保
つ必要があります。その後、アダプタがチャージャへ
の給電を行ってバッテリに充電し、バッテリが負荷を
サポートすることになります。

逆極性保護

図11は、外付けのpチャネルMOSFETを追加して逆極
性保護を行うアプリケーションの例を示しています。
逆極性保護は、アダプタの電圧がグランドを下回るとき
にpチャネルMOSFETをオフにすることで機能します。
pチャネルMOSFETは、INの電圧がpチャネルMOSFET
のスレッショルド電圧よりも低いときのみオフになり
ます。nチャネルMOSFETを通るボディダイオード漏れ
経路が存在するため、逆極性保護の動作には、逆方向
の電流を制限された負荷が必要になります。図11は、
nチャネルMOSFETのソースに負荷としてバッテリチャー
ジャを接続する例を示しています。負荷の接続点(nチャ
ネルMOSFETのソース)における電圧が、nチャネル
MOSFETのボディダイオードによる電圧降下とpチャ
ネルMOSFETのスレッショルド電圧の和よりも高いと、
アダプタ電圧がグランドを下回ってもpチャネルMOS-
FETはオンのままになります。負荷が逆電流保護を備
えていれば、負荷の電圧が下がってpチャネルMOSFET
がオフになり、逆電流が制限されます。負荷が大きな
逆電流を許す場合は、この電流がアダプタの入力から流
れ出し、逆極性保護が無効になります。

車載キットアプリケーション

図13および14は、チャージャ内蔵の車載キットアダ
プタが接続され、バッテリにじかに接続される場合に
おけるMAX4921Bの使用例を示しています。HP_PWR
は25msのデバウンス時間を経て、その後1.2秒のワン
ショットが発行されます。

このワンショット期間中、µPはワンショットの時間が
終わる前にPWR_HOLDを発行し、P2をオンに保つ必要
があります。その後、車載キットがバッテリへの充電を
行い、バッテリが負荷をサポートすることになります。
バッテリがnチャネルMOSFETのソースにじかに接続さ
れているため、このアプリケーションでは逆極性保護
のpチャネルMOSFETを使用できないことに注意してく
ださい。
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t1SHHP

tHPDBC

HP_PWR

PWR_HOLD

OFF OFF

ON

P2 STATUS

HP_PWR
ONE-SHOT

図8. MAX4919B/MAX4920B/MAX4921BのPower_Holdの
波形(INに電圧が存在しない場合)
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VBTO

ILIM

tCLIM tCLIM

TURN-ON PHASE SHORT CIRCUIT

BTO

BTI

IP2

IP2

P2

MAX4919B
MAX4920B
MAX4921B

VONOK

図9. MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bの電流リミットの図

チップ情報 _____________________________
PROCESS: BiCMOS
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N

OUT

VBAT

VBAT

IN GN1GP1

ACOK

ONOK

GND EN

BTO

BTI

P

OPTIONAL

CHARGER

VIO

AC
ADAPTER

0.1µF

0.1µF

PWR_HOLD

PWR_ON

DC-DC
CONVERTER

HP_PWR

1µF

MAX4919B
MAX4920B

µP

図11. 常時バッテリ給電のMAX4919B/MAX4920B (車載キットアダプタの接続なし)

IN GN1GP1

ACOK

GND EN

BTO

BTI

N N

µP

VIO

AC
ADAPTER

0.1µF

1µF

OUTPUT

MAX4919B
MAX4920B
MAX4921B

図10. バックトゥバック外部MOSFET構成
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UVLO

OVLO

IN

PWR_HOLD

ACOK

ACOK
ONE-SHOT

25ms DEBOUNCE PERIOD

1.2s ONE-SHOT PERIOD

PWR_ON

ONOK

P2
STATUS

OFF

ON

OFF

ON

図12. 車載キットアダプタを使用しないアプリケーションにおけるMAX4919B/MAX4920Bのタイミング図
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PWR_HOLD

HP_PWR

HP_PWR
ONE-SHOT

P2
STATUS

OFF

ON

25ms DEBOUNCE PERIOD

1.2s
ONE-SHOT PERIOD

OFF

PWR_ON

ONOK

ON

図14. 車載キットアダプタアプリケーションのタイミング図

IN GN1GP1

ONOK

GND EN

BTO

BTI

N

CAR KIT
WITH CHARGER

VIO

0.1µF

PWR_HOLD

NOR'd
OUTPUT

PWR_ON

HP_PWR

1µF

MAX4921B

DC-DC
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図13. 車載キットアダプタと内蔵チャージャが接続されたMAX4921B
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マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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221-0137

PACKAGE OUTLINE, 6,8,10 & 14L,
TDFN, EXPOSED PAD, 3x3x0.80 mm

COMMON DIMENSIONS

SYMBOL MIN. MAX.

A 0.70 0.80

D 2.90 3.10

E 2.90 3.10

A1 0.00 0.05

L 0.20 0.40

PKG. CODE N D2 E2 e JEDEC SPEC b [(N/2)-1] x e

PACKAGE VARIATIONS

0.25 MIN.k

A2 0.20 REF.

2.30±0.101.50±0.106T633-1 0.95 BSC MO229 / WEEA 1.90 REF0.40±0.05

1.95 REF0.30±0.050.65 BSC2.30±0.108T833-1

2.00 REF0.25±0.050.50 BSC2.30±0.1010T1033-1

2.40 REF0.20±0.05- - - - 0.40 BSC1.70±0.10 2.30±0.1014T1433-1

1.50±0.10

1.50±0.10

MO229 / WEEC

MO229 / WEED-3

0.40 BSC - - - - 0.20±0.05 2.40 REFT1433-2 14 2.30±0.101.70±0.10

T633-2 6 1.50±0.10 2.30±0.10 0.95 BSC MO229 / WEEA 0.40±0.05 1.90 REF

T833-2 8 1.50±0.10 2.30±0.10 0.65 BSC MO229 / WEEC 0.30±0.05 1.95 REF

T833-3 8 1.50±0.10 2.30±0.10 0.65 BSC MO229 / WEEC 0.30±0.05 1.95 REF

-DRAWING NOT TO SCALE- H
2

221-0137

PACKAGE OUTLINE, 6,8,10 & 14L,
TDFN, EXPOSED PAD, 3x3x0.80 mm

2.30±0.10 MO229 / WEED-3 2.00 REF0.25±0.050.50 BSC1.50±0.1010T1033-2

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16（ホリゾン1ビル）
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149


